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Создано перспективная пара на основе теллурида кадмия полученного на оксидированной поверхности кремния легированной бором [1]. При этом CdTe легировано с примесью серебра, меди которые дают глубокие уровни в запрещенной зоне CdTe. При внедрении примесных атомов фоточувствительность расширяется в ультрафиолетовую область, включая ИК – излучение, при этом в крупноблочных поликристаллических плёнках p – CdTe с ростом концентрации глубоких примесей, возрастает не только ток короткого замыкания (Iкз), но и коэффициент полезного действия (η) [2].
Здесь рассматривается влияние внешнего поля в статическом режиме и под действием коронного разряда, приложенного между слоем CdTe и оксидированной кристаллической пластиной Si легированной бором на фоточувствительность плёнки CdTe в диапазоне длин волн света 0,4-3,1 мкм. Измерялись спектральные зависимости тока короткого замыкания (Iкз) и удельной фотопроводимости пленок CdTe. Найдено, что спектры Iкз обладают ярко выраженными максимумами (1,06 мкм для одной полярности и 0,7 мкм для другой полярности фото – ЭДС). С увеличением напряжения коронной разрядки (Uкр>80В) и статического электрического поля (Uвн>100В) фоточувствительность возрастает в максимуме более 100 раз, а частота инверсии Iкз смещается в коротковолновую область спектра и постепенно инверсия исчезает. 

Для качественного описания механизма явления электронного переноса, протекающего в структуре CdTe-SiO2-Si-Al, в условиях приложенного внешнего постоянного электрического напряжения, в которой стационарный ток представляет собой из потока туннелирующих электронов из зоны проводимости полупроводника CdTe в зону проводимости полупроводника Si через слой окисла SiO2, из зоны проводимости полупроводника в глубокий уровень, находящейся в диэлектрике.
Туннельное просачивание носителей тока из плёнки CdTe в глубокие уровни диэлектрика из окисла кремния приводит к изменению степени заполнения как медленных поверхностных состояний, так и глубоких ловушек. А это, в зависимости от величины встроенного заряда, видоизменяет потенциального рельефа плёнки исследуемой структуры и следовательно, скорость фотогенерации будет зависеть от величины встроенного заряда, т. е. от напряженности внешнего поляризующего диэлектрик, электрического поля. Это означает, что величина фото-ЭДС, обусловленная степенью асимметрии потенциального рельефа плёнки CdTe, можно управлять поперечным внешним электрическим полем и коронным разрядом.
Гетероструктура CdTe-SiO2-Si-Al может работать в качестве отдельного фотоприёмника (в области 0,4-3,1 мкм), а также в качестве составной части матричного прибора, что позволяет управлять как спектральной фоточувствительностью, с сохранением селективности. Это открывает новые возможности, при обработке информации. Так как обеспечивается приём сигналов с его выхода различной спектральной фоточувствительностью, согласованное с излучателем, что актуально при создании новых полупроводниковых приборов с изменяемой спектральной характеристикой. 
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